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V 4050 D 6 nichtinvertierende Treiber-/Pegel=-

unsetzerstufen

V 4093 D 4 WAND=Gatter mit je 2 Eingdngen mit
Schmitt-Trigger-Verhalten

V 40098 D 6 invertierende Treiber mit Trisstate-
Ausglngen

V 40511 D BCD /7Segment-Dekoder

CMOS—Schaltkreise sind eine eigenst#ndige SSI/MSI-Scheltkrelisgruppe, die im Vergleich zu
TTL ~Schalthreisen u.a., folgende Vorteile aufweist:

- niledrige Verlustleistung bis .ca, 10 MHz (ermdglicht Einsetz in batterie-
gespeisten Schaltungen) :
= grofer Betriébsspannungsbereich (UDD = 3 coe 15 V), geringe Stebilisierung
. der Betriebsspannung erforderlich
~ hohe statische Storsicherhelt ) N
= Low-power-Schottky~TTl=kompatibel

Diese Eigenscheften erschlieBen CNOS~-Scheltkreisen  eine Reihe neuer Anwendungsmoglich-
keiten in Erginzung zu den TIL-Scheltkreisfamilien.

Die im VEB Mikroslekironik "Karl Marxz" Erfurt - Stammbetrieb produ21ertﬂn CHOS~S5chalt~
kreise sind in gepufferter Schaltungstechnik susgefithrt und entsprechén in ihren
Paremetern der internetionalen B=Serie.
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Bild 1: AnschluBbelegung und Scheltungskurzzeichen V 4050 D
Bauform 2

Der OMOS=Schaltkreis v 4050 D \ent’hélt/6 nichtinvertisrende Treiber=/Pegelumsetzerstufan.
Er ist in gepuffer%er:Schaltungstechnik (international: B-Serie) susgefihrt. Er entspricht
in den statischen elektrischen Kennwerten dem JEDECmStandardb(BmSerienmSpeZifikatipn)@

Die Eingénge sind mit integrierten Dioden~Widerstandskombinationen‘bezﬁglich dém~BezugSw
potential USS als Gateschutz versehen.

Fur den Einsatz als Pegelumsetzer darf das Eingsngssignal "H" die Betriebsspannung UDD

iberschreiten Uy -o& viz U, £ (e *78Y))
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Bild 2: AnschluBbelegung und Schaltungskuﬁzzeichen V 4093 .D

Bauform 1
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Der CMOS-Schaltkreis V é093 D igt in gepufferter Schaltungstechnik (inteérnationals
B-Serie) ausgefihrt und entspricht in den statischen elekirischen Kennwerten der JEDEC-
Stenderd-B-Serien=-Spezifikation. , ‘ e
Der V 4093 D enth#lt vier NAND-Catter mit Je 2 Eingéngen bedl positiver Logiks‘Alle Ein=
ginge weisen Schmitt-Trigger-Verhalten asuf. Sie sind mit integrierten Dicden<Widerstands-
kombinetionen als Gateschutz versehen. :

Wehrheitetebelle
a1 Ino N
r’/ L L H
H L H
L H H ‘
H H 1,
no= 1 ee 4 :
V_40098 D 6 invertierende Treiber mit Ari-stete-Ausgingen
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Bild 3: AnschluBbelegung unﬁ'Schaltungskurézeichen V 40088 D
Bauform 2 ’

Der CMOS-Schaltkreis V 40098 D enthélt 6 invertierende Treiberstufen mit fri-state-Ause
géngen. Er ist in gepufferter. Schaltungstechnik (international: B=Serie) ausgefiihrt. Er
entspricht in den statischen elektrischen Parametern der JEDEC-Stendard=B-Serien=3pezi=
fiketion. Alle Einginge sind mit integrierten Dicden=Widerstandskombinationen als Gate-
schutz verseheén. o o :

Die Ausglnge konnen Uber Freigabeelingénge in den hochohmigen Zustand gesteuert werden,
wobei der Freigabeeingeng CE 4 die Ausgénge BT .e. 04 und der PFreigabeeingang: CE 2
die Ausglinge O 5 und T 6 steuert. : :

Wehrheitstabelle
) ‘ I TE o
n m n
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H L L : 3, 4
H H hochohmig ) m=2flirns=5, 6




V 40511 D . BCD /7Segment=Dekoder
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Bild 4: Anschlussbelegung und Schaltungskurzzeichen‘v 40511 D
Bauform 2

Der Scheltkreis dient zur direkten Ansteuerung von IED=Anzelgen und enderen Displays.

Er enth#lt einen BCD /7Segmeéni=Dekoder mit Eingengszwischenspeicher wnd bipolaren Ausgangs-
freibern. Zus#tzliche Einglnge ermbglichen die Uberpriifung der Anzeige (IF), die Dunkel-
tastung (BT) und die Aktivierung des Fingengezwischenspeichers (LE). Die Dekodierung erfolgt
im Hexmdezimmlbereich, das bedeutet, daB der V 40511 D im Gegensatz zum internationslen

Typ 4511 auBer den Ziffern O ... 9 auch die Buchstsben 4, b, C, 4, E und F anzeigt.

Der CMOS~Schaltkreis V 40511 D ist in gepufferter Schaltungstechnik ausgelihrt (internetio-
nal: BeSerie), Er entspricht in den statischen elektrischen Kennwerten der JEDEC-Stenderd-
B-Serien-Spezifikation. Die Eingénge sind mit integrierten Dioden-WiderstandskKombingiionen
als Gateschutz versehen.

Wahrheitstabelle
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1) ergibt sich aus positiverer und negativerer Triggerschwellspannung UIP; U

) CHIUD =D CLldl bR L e LSEe
Grenzwerte

Kennwert Rurzzelchen mine meX. Einhelt
Betriebsspannung Upp Ugg ~0s5 7 Ugg +18 v
Eingengsspannung UI USS =Q,5 Upp + 0:5 v
Ausgengespannung Uy . Ugg =05 Upp + 055 v
Gesamtverlustleistung 1) Peog 300 mW
Gesemtverlustleistung 2) Piot 150 mW
Verlugstieistung Je PV 100 mW
Ausgengstrensistor ‘

Leatkapezitit CL 5 nk
Eetriebstemperaturberéich Jé =40 &85 °¢
Iagerungstemperatur Jstg =55 125 °¢

1) =40 °C - 0; - 70 %
2) U, =85 °¢

gtetische Kemnwerte

(Ugg = 0 Vi - W,

o
= <40 ... 85 “C, falls nicht anders angegeben U1 = USS bawe UDD)

B
Kennwert - Kurzzeichen MeBbedingungen mine MaxX. Einheit
Betriebsspannung UDD 3 15 v
Eingengsspann UI ¢ UDD v
(auBer V 4050 D
Eingengsspannung UI Q 15 v
(V 4050 D% ’
Eingengsspannung. H Uy “Upp =5V 3,5 R
(auBler V 4093 D b T <1 A :
Fo| <1

UOL = 095 v . B

(V 40098 D, V 40511 D)

UOH = 4,5V

(V 4050 D)

Uog = 3:5 V

(Vv 40511 D)
Eingangsspannung H UIH UDD =5V 1) 5 . v
(V 4093 Dg

|IO; <~1 /u_a

Upp = 0.5V

Uog = 45 7
Eingangsspannung H UIH UDD = 10V 7 v
(auBer V 4093 D II 1 A

o <1y

Ugp = 1 V. ’

(VY 40098 D, V 40571 D)

Uog = 2V

(Vv 4050 D)

UOH = 8,5V

(V 40511 D)

IN
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Ke C : :
nnwelt - Kurzzeichen | MeBbedingungen
— ‘ min% mex. Einhelt
ggpann H 10 %
(V095 Dy e U Ypp = 1O Y Y
v [IO[ < i /uA 10‘ !
UOL = 1V
" 7 Ugy =9V
ngengsspennung H ;
(guBer V 4093 D Vrn Uop * 12V !
llot < 1 /uﬁ !
U
OLi-= 1,5 ¥
(Vv 40098 D, V 40511 DJ
UOH = 13,5 V
| Bingengsspennung H U e b T )
(V 4093 D) T Ypp = 2V "
Lol <« 1 oA ; ” '
. Uor, = 155V
. . { Uog = 135V
Eingengsspannung L '
(auBer V 4093 D Y1 o =27 T
[IO{ <1 /uA " !
UOL = 0,5V
UOH = 4;5 v
(V 40098 D) P
| Ugg = 35V
{(V 40511 D)
EBingengsspann L _ »
[GRTEIE R T N I °
; [To] <1 pub o !
Uog, = 05 ¥
. , UOH = 495 v
ingangsspannung L
(auBer V 4093 D Ur Upp = 10V 3
[Tol < 1 pub k
Ug =+ V.
UOH = 9 V )
(V. 40098 D)
| Ugy = 8,5 V
_ v
Eingengsspannung L U '( ey
(V4093 D) I o =0T °
[Tof < 1 o4 ’ '
UOL =1V
, UOH = 9V
Eingengsspennung 1L H
(avBer V 2093 D s Upp = 1Y &
[IO[ < 1 uk !
UOL = 1,5V
Ugy = 13,5V
Bingengsspennung L Upo e 40511‘D)
ingangss IL Upp = 197 °
[fo] < 1 Juk Y '
UOL = 1,5V |
UOH = 13‘;5 v

IN.
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Kennwert Kurzzeichen | MeBbedingungen - cdmine oo max. . Einheit
Eingengsresistrom H Ity . 1 /uA
Eingangsreststrom L %”IIL! ' 1 S
Ausgengsspannung H Yoy Upp = 5 v o : 4595 \E
{auBer V 40511 D) i Uy = 107 9,95 v
. UDD = 15 Vv 14,95 B D ¥
huggengsspannung H RPN Upp = 5 ¥y =Ia, = T U4 4;2 v
(V 40517 D) o ”DD = 5 gz ,TOH mgo/m/;. 1 9 v
“op < i~tog T'YOM 27
Upp = 5 Vi -Igy =25 mA 2,9 v
Upp = 10 Vi =Igy = 1 ,ub 9,2 v
U= 10 Vg =1 =10 mh o - v
DD ¥ OH 9? 2)
UDD'a 10 Vg BIOH =25 mA|  B,0 v
Upp = 15 Vi =Igg = 1 mA| 14,2 v
UDD = 15 V3 ;’IOH =10.mA | 14,0 » Voo
UDD =15 V; ,”IOH =25 mh 13,2 ) v
husgangsspannung L UOL UDD = 5V ) 0,05 v ;
) N Upp = 10V ‘ 0,05 v
UDD = 15 V 0,05 v
Ausgengsstrom H E “IOHE Upp = 5 V; by =4é Vv 0,72 mA
) (V4050 D) Upp = 10 Vs Ugp = 45V 1,5 ms
Upp = 15 Vi lpy=938Y | 5 mA
Ausg&ngss’irem H § ~Toy E Upp = 5 V; Upry = 56 ¥ 0,4 mA
(V 4093 D) Upp = 10 V ; Upy = gsv 0,9 A
: Upp = 15 V; Uppy = 43,85 ¥ 2.4 mA
Ausgengsstrom H E “IOHg Upp = 5V, Your = Gev a.& wh
V 40098 D) X ; £ -
( Upp = 10 V5 Upey = 36 ¥ 2.5 A
UDD:: 15 V;U@# 2”{5}55{ 8»0 mA
‘1 Ausgengsstirom L I Uoy = 5 V31U = 0%V C, 4 mh
(V 4093 D, V 40511 D)  OF o viw. sosv | o .
DD Vi 2% ;
. UDD = 15 V‘;Uﬁ?!& gﬂ’fl'gy 254 mh
_Ausga.ngss‘grom L To, Upp = 5V Y, =08V 2,9 ° mA
(V 4050 D o I
Upp = 10 ViU 2 05 ¥ | 6,6 mh
; Upp = 15 V; Uy 248 Y 20- mA
Auvsgengsstrom L | Iog, Upp = 5 Vi Y = a4 ¥ 2,3 mA
(V 40058 D) - Upp = 10 V; Uy, =68V g i
, |Upp = 15 V; tp, =48V | 16 mA
statische Strom- IDD UDD = 5V 30 /U.A
aufnahme U =10V 60 A
(sufer V 40511:D) DD /
Upp = 15 V 120 oA
gtatische Strome IDD UDD = 5V 150 /uﬂ,
sufnahme _ - '
(V 40511 D) Upp = 10V 300 Juh
. UDD = 15V 600 /uA
Hysteresespaonung UIE s UDD = 5V 0,5 2 v
(V4093 D) - Upp = 10V 1 4 v
positivere Trigger- Urp Upp = 5V 2,2 3,6° v
schwellspannung = .
(V 2093 D) ‘ Upp = 10V 4,6 7,1 v
. Upp = 15V 6,8 10,8 ¥
negativere Trigger- Upy Upp = 5V 0,9 2,8 . v
schwellspannung - .
(V 4093 D) Upp = 107 2,5 5,2 v
UDD = 15 V 4,0 Ts4d v




Kennwert Kurzzeichen| Mebfbedingungen ) cmin. MeX. Eirnheit

Reststrom der - Ioy . ’ 12 Jub
tri-state-Ausgénge I“’IZL{ 12 S

im hochohmigen

Zustand

(V 40098 D) . -

Fingangskapazitét Cr : 7.5 pF

Dynamische Kénnwerte. - : .
- O I3 F=3 3 ° F=3 'S =3 ¥ e g o ) = —h
(J, =25 °C; Ugg = 0 Vs Cp = 50 pFy Up = Ugg baw. Upps Exolq JoAt tpy = typ = 20 ns)

L S5
Kennwért Kurzzeichen | MeBbedingungen min. . maX. Einheit
vV 4050 D
Anstilegszeit topy Upp = 5V 160 ne
Upp = 10V ' 80 ns
Upp = 15V 60 ns
| Abfellzeit ' topy, | Ypp = 9V : 60 ns
‘ | upp =10V ) 40 ns
Upp = 15V 30 ns
Verzdgerungszeit tor U = 5V 140 ns
I a0 'PLH | “pD )
Upp = 10V 80 ns
Upp = 15V 60 ns
VerzOgerungszeit t U = 5 V. 110 ns
T e O PHL DD
UDD = 10V 5% ns
Upp = 15V 30 ns
Y4092 D .
Anstiegszelitl; tmrars U = 5V 200 ng
Abfallzeit JTEET L DD
Ypgr | Ypp = 70 100 ris
UDD + 15V 80 nsg
Verzdgerungazeit ' tprgs | Upp = 9V 380 . ns
I «» O ’ i
tpur, | Upp = 10V 180 ns
Upp = 15 V / 130 " ns
Vv 40098 D
Anstiegszeit tTLH UDD = HV 70 ng
UDD = 10 V 40 ns
Upp = 13V 30 . ns
Abfellzelt Ty, Upp = 2V 60 ns
UDD = 10V 30 ° nsg
Upp = 15V 20 © "ns
Verzdgerungszelt tPLH UDD = 5V 130 ns
= 0o v. Upp = 10V 60 ns
Upp = 19V 50 ns
Verzdgerungszelt S pHL, Upp = 2V 160 ns
I == O . . _ .
UDD = 10 V 70‘ na
v Upp = 15V 50 4 ns
Deselektionszeit H tPHZ UDD = 57V 85 ns
Upp = 10V 65 ) ns
UDD = 15 V 60 ns
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Kennwert Kurzzeichen | Melbedingungen mine nex. Einhelt
Selektionszelt H - Fpgy Upp = 5V 140 na
UDD = 10 V 75 . ns
Upp = 15V 65 . ns
Deselektionszelit L ‘_bPLZ i _UDD = 5V i 135 ns
N Upp = 10 ' i 80 ns
. Upp = 15 v 70 ne
Selektionszeit L tPZL UDD = 5V 185 ns
UDD = 10V 85 nes
dDD = 15V T0 nsg
V 40511 D .
Anstiegszelt oy Upp = 5V o 100 ns
N - N . ' .
UDD = 10V 75 . ns
) UDD = 15 V 65 ng
Abfallzelt tTHL UDD = 5V ‘ 310 ns,
UDD = 10 V ‘ : . 185 ng
- UDD = 15 V 160 ns
\i’erzziergngszeit tPHL; UDD = -5V ‘ 1040 ns
- 1 . N
"IE == O tppgur | Upp = 10V 420 - ons
UDD = 15 V-~ ; 300 ns
\iferziierungszeit tPLH; UDD = 5 V ‘ . 1320 ne
IE ~» O tprpa | Ypp = 1OV - 520 ns
Upp = 15V ) ’ 360 s
dec i B Upr = v g
Verzggerg.ngszelt PETHL DD 5 700 ns
) . Upp = 10V 350 : ns
UDD = 15 V 250 - ns
Verzdgerungszeit - o U s 5V 800 . ng
Eerne pEILH | DD ~
UDD = 10 V 350 ns
Upp = 15V 300 ns
Verzdgerungszeit toermge | Upp = 2V 00 &
ogering pTTHL| DD ’ o
. Upp = 10V 250 - ng
‘ Upp = 15V 170 ns
Verzgerungszeit T e U = 5V 300 ns
pTLH] DD
IT —= © oy, =10V , 150 us
UDD = 15 V 100 ns
%etzﬁ;ltLE tSILE UDD = 5V 150 ns
n UDD = 10V 70 ns
UDD = 15 V 40 ‘ né
¥a1ti;ei£E Sgppg | Upp =5 Vs 10 V5 15V 0 ‘ ns
n ;
L-Tmpulsbreite 1LE S1gL, Upp = 2 Y - 400 ‘ns
’UDD = 10 V 160 ' ns
UDD = 15 V ‘ 100 ' ns
Ly : <L
o ____@_ QU PR
00 5597
In 50%e—
10%6—
Uss
o TH
i
Yoo
On )
Usg
tpH

Bild 5: Impulsdiegraemm V 4093 D, V 40088 D
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Bild 6: Impulsdiegramm V 4050 D -
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?En, [gloo/o
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Ausgeng L == hochohmig z P .
Uss Al6 Upp
U
husgang H =% hochohmig ~,,~
U
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Ausgeng hochohmig —=» L g%&
Uss
Uop
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oo
2
Bild 7« Impulsdiagramm V 40098 D
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Bild 8¢ Impulsdiegramm V 40511 D
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Bild 10: Geh#useabmessungen Baufprm 2

Dieses Detenblatt enthélt keine Aussage liber Liefermbglichkeiten und beinheltet keine
Verbindlichkeiten zur Produkiion. Die gilltigen Vertragsunteriagen beim Bezug der Bau-
elemente sind die Typenstandards. Rechtsverbindlich ist Jewells die Auftragsbest8tigung.

Anderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

‘Die Behandlungsvorschriften fir MOS-Bauelemente sind unbedingt einzuhalten, da andern=—
fallas-eine ‘Reklamation nicht enerkannt werden kenn.

0% | d6



Anderungen
schen Fortschritts sind vorbehalten.

Die vorliegenden Datenblatier dienan
ausschlieBlich der Informaticnl

Es konnen daraus keine lLisfermég.
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.

im  Sinne des techni-
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i veb kombinst mikroeleltkronik

Mainzer StraBe 25

Berlin 1035

Telefon: 580 05 21, Telex: 011 2881; 0113055




Hersteller: VEB Wgrk far F@ms%h@ﬁ@ktmﬁﬁk @@s’@é@ A , ; .

Optoelektronischer Koppler

Der optoelektronische Koppler besteht sus
ceiner Galliumarsenid-Lumineszenzdiode und
einem Silizium-npn-Phototransistor.

Er dient zur gelvanischen Tfennung von

Stromkreisen mit hohen Potentialdifferen-
zen und ist vorwiegend fiir den Einsatz in
der Steuer- und Regelungstechnik worgesehen.

g3

Aaschigsse
verzipnt

Eingangssedie

Masse

Lolfplstor

Emitter

‘ i 82 g
Btenderd: TGL 42258



© Kennwerte bei & = 2
Kollektorstronm
bel IF =
und UCE 25 v
10 mA
0,8V

Li}

bei IF =
und Ugp =

Sperrgleichstrom
bei UR- = 3V

DurchlaBsbannung
bei IF = 50 mé

'Isglaiionswideraa
stand ~ . .
‘bel Uio'a 0,5 kV
Schaltzeiten
bel Topey
und RL = 100 Ohm
Anstiegggeit ™
Abfallzeit
Verztgerungszeit
- Speicherzeit

Grenzwerte

periodische
Spitzenisolationg-
gpannung
’Eiggaggsdiode ;
burchlafgleichsirom

DurchleBspitzenstrom

Sperrgleicﬁsp&nnung
Spitzensperrspannung

Varibles | | 978
= Jdmplungsy®

glied

Impuls-
generator

Synchronisation

y = 2,0 mA,

{3

590
Rirz -

2yiiken

miny typ. mex

i

Y
i
o Lar

Spannung,

Iero

Top(m)

F

107

Ua = 20 V.

t
t
i
t

[/ J = T S

10

100
200

10

pA
- mA

10 pa

1,5 'V

ps

10 ps

kv

ma2}

mA1)2}.

Oszillo-
graph:

;\J;~

Ohm 5} & =
Ohn 2) 9 =

Prinzipscheltung gur Ermitilung der
dynamischen Perameter des optoelek-
tronischen Kopplers MB 102 .

LT

B S Cins
Zesdie. B .

iusgéhgstransistor
hep

<
£

Kollektor=-Emitters

U 35 v

CEQ
Emitter~-Kollektor-

Spannung UEGO g

Verlustleistung, Ptot 2060 m@g)

Lagertemperaturbersich sétg =50. . .+50 @C\

Umgebungstemperatur-

bereich bei Betrieb G

. . o
3 M4Qm,¢%85 ¢

&

1) Impulsdauer tp = 50 pg
: P

Tastverhé;tnis VT:%4f%ff s 1oz 2
‘40 bis 25 °C T ~

- P
100% ahal A

30%

Renal 8

0%

t -t : A
[ : ‘

&

Definition der Schaltzeiten
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Abh8ngigkelt des max. zulHssigen
DurchleBgleichstromes und des mexs
zulésgigen SpltzendurchlsfBstiromes
von der Umgebungstemperatur

Knderungen vorbehalten!
Redaktionsschlufl Februer 1985

LiLES

v

Abhéngigkelt der msx. zuléséigen
Verlustleistung von der Umgebungs-
temperatur - ’



Die vorliegenden Datenblétter dienen
ausschlieBlich der information!

Es konnen daraus keine Liefermég-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-

- schen Fortschritts sind vorbehealten.
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Berlin 1035
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Fotodicde

Die SP 106 ist eine planare pin=Fotodiode in einem transparenten Kunststoffgehiuse.

Sie ist sowohl Tir den Fotodioden= als auch flr dén Dlementbetriebd geeignet und zeichnet sich durch
eine hohe Fotoempfindlichkeit im nahen Infrarotbereich,'ein geringes Dunkelstromniveau und kleine
Schaltzeiten aus. \ '

Dag Beuelement ist zur allgemeinen Anwendung und insbesondere fir die Infrarotsignalibertragung ge-
eignete. '
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Bild 2: Geh#use = Drsufsicht

KenngriBen bei 4 =25 %

Leerlaufspannung
EV = 1 kix

7

R, & 10" Ohm

Kurzschluﬁstromj)

Ev = 1 klx

iy,

Dunkelstrom

By = 0

-UR =

10 Ohm -

HIN

107V

Gesamtkapazitét
B =0

107

1 HHg

R =
f =

(P

Spektrale Empfindlichkéit

UR = 10V

R«.:
A

850 nm
950 nm

i

Wellenlinge der maximalen

Empfindlichkeit
Inpulsanstiegszedit

Impulsabfallzeit
Up =107V
900 nm

A
R 50 Ohm

I

L

Grenzwerte

Sperrgleichspannung

= w25 ... 485 %

a

Periodische Spitzensperre

spsnnung

=

a

Kennzedchnung :
Typéﬁkehnzéichnung : Hefsfellungsjahf
- {enocdenseitig) ‘ {katodengeitis)
1986 grin
1987 gelb
1988 rot
1989 grau
0,2 g @, .
Standerd: TGL 42943 1590 braun
‘ 1991 rose
' 1992 weil
1993 “orange
1994 schwars
1995 blaﬁ :
Koz - L : A
‘cdy.’fw min. . typ.. max. Enhot
U, 330 400 - my
Ix 50 75 - /uA
IRO - 1 30 ' na
Cot  ” 20 35 PF
i
Sy 0,5 + 0,6 - Vi
. 0,5 : AW
A - 900 - nm
t,. - 15 80 ns
tf - 20 SO ns
?
UR e - 25 v
Ugpm - 25 v

- 25 «o0 + 85 O
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Foritsetzung Grenzwerte

Kuiz- 2447 -

10dien WA type maxe bt
Verlustleistung Peoy " - 150 - mW
j B g o .
./ s = 25
- Betriebstemperaturbereich 4@ =25 - +85 ¢
Lagerungstemperatur- P . o o)
bereich . stg 40 +8§ ¢

1)gemessen mit Wormellicht A nach TGL 37363 in Richtung geo-
metrlsche Achse

5
- IK :
[ i in/u;‘l’
Up 3
¥ 2 -
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L]
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Bild 3: Leerlaufspannung bel 25 °C Bild 4: HurzschluBstrom: bei 5 = 25 YC in
in Abhingigkeit der Beleuchtum ' Abhéngigkeit der Beleuchtungsstérke
stirke LV ) ; Ev
5
&
3.
z
) ~ - - W@
Gl . i L Ro(Bo) g /-
inpF e = F (Us) : E leg (025 %)
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5
Ll \ - “r fij
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. S B , YRy (F= 259C)
0 E ol % @ & ‘ £ =D, Ug=10V

thinV 0°

'Bild 5: Sperrschichtkapazitét in Ab-
héngigkeit der Spannung

£ & oo
Y

Bild 6: Mittlerer normierter Sperrstrom in
Abhingigkeit von dexn Umgebungs-
temperatur @Q
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Die vor!iegendsh Deatenblatter dienen
gusschlisllich der Information!

o Lo h N . Es konnen. daraus keins. Lisfermég-
snderungen vorbehalfen! ) lichkeiten oder Produktionsverbing-

i ST, eI 0 e lichkeiten abgeleitet werden.
Redaktionsschlul Dezember 1985 Andemngengim Sinne ’ des techni-
. schen Forischritts sing vorbehalten. -
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i veb komibinat milcoclekironik
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Berlin 1035
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Hersteller: VEB \

Die Lichtemitteranzeigen VQB 16, VOB 17,
VOB 18 sind rotetrahlende einstellige Lieht-

gohachthavelenmente mit Di@&@m@hi@s auf

Gallbs-Hasis.

Die VOB 17 het eine gem@in@am@ K&t@d@ mnﬁ

die VOB 18 eine g@meingam@ Anode.

Die VOB 16 bat hereusgelihrte Ketoden und

fnoden.
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Jerk fur Fernsehelektronik Berlin

Die VGB 16 dient zur Darstellumg der Zeichen
+, = vnd der Ziffer 1 sowie eines Degimal-
punktes. -

Die V@B 17 und VQB 18 dienen suyr Darstellung
dexr Ziffern von O bis 9 und eines. Degimal-
punktes.

Diese B&uel@m@nt@ wsrﬁen ZUF Anz@ig@ in ~
Gertten und Anlegen eingesetsi.

Lichtstirke'??)3)4)
bei Iy = 10 mA

Lichtstérke-

verhdltnis' 56)
bei Ip = 10 mA ,

Dar@hlaﬁgl@ichep&n&&ﬁg7)
bei Iy = 10 mA '

Sperrgleichstycm7}

bed ﬁR = 6V
Wellenlinge der mex.
gpekiralen Emission

) Spektrale Strahlungs-
bvandbreite

réfen bel 9 = 25 °c

it natge. g, Giaheit

I, 230 - 460 ped
I, 350 - 700 ped.
I, 520 - 1040 ped
I, 760 - 1560 | ped
I, 1170 = - peed
I

v_Wex . - 2,0

v min
Up - 2,0 246 : v
I - - 100 pa
ey 630 665 690 nw



Grenzwerte

kel

Koo o B
’mhu AN o f

Dur@hla&glaicha%r@mT)
bel & = -25...25 °C  Ip . - 20 mh

Spiﬁz&n&urchl&ﬁstr@m,7}8)

pericdischer

bei B, = <25...25 g

'Sperrgl@iehgpannﬂng?> N -
bei & = =25...85 °C U - 4V

Betriebgtemperatur-

bereich . RS -25 85 % -

’Lagergngst@mpera%urm
hereich fir Iegerung bis
zu 30 Tegen - stg

© Renngedichnung

Stelle der Bauelementekemnzeichnung und
AnschluBbelegung siehe MafBbild, weltere
Kennzeichnungen euf der Verpackung.

1) Lichtstirkemessuung erfolgt mit einem Uff-
nungswinkel von 4 © 4 2. : :

2) I,-Wert gemittelt Uber 7 Segmente einer
Ziffer. o : M

3) ger typische I -Wert des Degimalpunktes
betrégt 35 % sowie der Teilsegmente D und
B des Pluszeichens 60 % des vaWert@s'entw
sprechend Anmerkung 2).

4} die Bewertung der Liehést&rke des Dezimal-
punktes und der Tellsegmente D und E des
Plusgeichens erfolgt visuell in Anpassung
an-dag differnfeld. :

5} von Segmen€ zu Segment eines Bauelementes.

=

6) Segmentpesrungen £ 4 : 1 zwischen Ziffern
benmchbarter Bauelemente sind unzuliesslg.
7) je Segment und je Dezimelpunkt.

'8) . % 1 ms, T = 1 : 10; abweichende Tast-
verhilinisse nach Vereinbarung mit denm
Hersteller.

Tppy - 150 mA

18,75 20277

9
7ge

575

DU4s |

&
. ®
e .

o % o 3

+ B I
Qq:?: - = 7 %‘E\;} [ErT——— -

SN 2

N

3

SN o

g7

7 Stelle der: -
Kennzpichnung:

VOB 16
Magse: 5'g

x1) AnzeigeflBche

%2} EBinsatz der Anzeigen auf Lgit@rplatteﬁ
"mit metrischen R&stermaﬁ‘iaﬁ zuléssig.

“«

An- Belegung Anye Belegung .
gehlufie gohlul- .
Hre. ) Hr.
T ohne SHLL% 10 FA
2 : AK 11 FK
3 EA 12 . BK
4 Dy 13 By
5 GK ‘ 14 . GA
6 B 15 by
‘ 7 E, © 46 .chne S%if%
R Py 17
g chne St1ft 18 chne Stiit



L’:j(:j@ . -l ¥ lded S [ A L Vet

18,7502 %" ngohluBbel
oy V - , Ap= RBelegung An~ Bel
2 - gehluB- gehiyfe :
. Tf_@% Wr. VOR 17 VOB 18 Ee. VQE 17 VQB 18
- ”“% : =1 1 chne S¢if% 40 ) B
- 2 & 19 D
&g -
S 3 P 12 &' @b
S & 1) 1)
Sl S 4 e ga'l 13 Y
o el 5 B 14 8
RARY & 1) 12
N . 9 6 g gh 15 B
¥ % 7 st 16 ohne Stift
s g \Looan 8 ohne Stitt 17 k') - gal?
—  Stetle der . , ,
! Kennzeichrung g ohne SELift 18 ohne Stift
1) nb = nicht belegh; gh = pemeinsame Anode;
2k = gemeinsame Katode. -
<
ES
~+
b
b
%
4
VOB 17 und VGQB 1&
Massae: 5 g . o ) N

z1) Anseigeflliche
22} Binsatz der Anzeigen euf L@itemlmmﬁ
mit metrischem Restermab ist guléseig.

Lnderungen vorbehalten!
Redaktionzschlull Januar 1984



Dia vorliegenden Datenblitter disnen
zusschlisBlich der Informationt

Es kénnen daraus keine Liefermdg-
lichkeiten oder Produktionsvarbing:
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungsn im Sinne des techni-
schen Fortschritis sing vorbehahten
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Berlin 1035

Telefon: 580 05 21, Telex: 0112881 011 3055
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Tichtemitteranzeigen

Die Lichtemitteranszeigen VQB 200 und VQB 201
sind grinstraehlende einstellige Lichitschachi-
bauelemente mit Diodenchips eauf GaF-Besis.
Die V@B 200 hat eine gemeinseme Katode wund
die VQB 201 eine gemeinseme Anode.

Die Angeigen dienen zur Dersiellung der Buch~
staben A biz Z, der Ziffexrn O bis ¢, eines

 D@zimalpunktes und von 28 Sonderzelchen.

Diege Bauelemente werden zur Anzelge in Gerd-
ten und Anlagen eingesetzto

Unter der Annshme einer kohstanten Ausfellra-
te beirdgt die Lebensdeuvererwartung bel miti-
leren Betriebsbedingungen hypothetisch min-
destens 10° Stunden. ‘




! o o Anschlufl=| AnschluBbelegung
Stelleder 37205 95402 nummex VQB. 200 VQB 201
Kepnzelehnung E : q B
a7
2 &
3 M
/&{ S : 4 K
5 "
& 6 G
Q‘ N
L ‘s§ > 7 t T
- w ¥ o % & 8 F
It &) ™8
9, N i 9 E
: L
10 Vo
5 i1 8.
et 12 R
11x 45¢ 13 D
f 14 U
127 - - +17 ; B4 ‘ 15 P
, L oA B+ 16 - c
[ ¢ 045 + K Mf"i +
| ; 17 N ‘
' . + H IH Bl %) )
+ HTEE T 18 K 9 S
) * + 6 R +

" L /ﬁ{ﬁ 2 M x) gK = gemeinsame Keatode

i i = fg“; " gh = geméinsame Auode

: +8 i+ Magse: 4 g

I Standerd: TGL 42 170

s NS
Kenngroden bei &, = 25 °¢ - Grenzwerte s 4
Lichfstérke1>2)3)4) Eiﬁ;;n min. typ. max. ;% DurchlaBgleichstrom7) B min. m8X. 5
“Dei Iy = 10 mA ; bei B, = -25 bis 25°C I -- 17,5 mA
;ruppe A I 150 © = 300 pcd - ! ;
- v - 9pitzendurchlal- 7)8)
Gruppes B I 2307 vs2 04600 ped strom; periodischer -
Cruppe C I, + 3500 = 2700 ped bei ® =025 bis 25°C Tpp - 120 mh
Gruppe: D I, .. 5200 = “ 7040 peod , o)
N Srerrgleichspannung
Gruppe BE. I 780 = 1560 ucd o . o,
. 1)5)6) v . : bei @é = =25 bis 85°C Uy = 6V
Lichtstérke- - . : , .
verh#ltnis v omax - Reduktionskoeffizient .
bei I, = 10 mi TV min - @0 des Durchlafgleich-
F stromes .

. ) o] i
TurehlaBgleich- ' bei ¥ = 25 bis 85°C —TKIF - 0,21 mA/K
spannung & 3

bei I, = 10 ma - ' Reduktionskoeffizient
F UF,‘ 2,0 2,67 des rel. Spitzen-
$perrgleichstrom7) durchlafistromes .
bei Up = 6V I, - - 100 pA vel 9 = 25 bis 85°C ~TKyppy - 1,27 %/K
Relaetiver Temperatur- 5°tr§QPStemperatur° o
koeffizient der Bereich ¥ ~25 EE ¢
Lichtstérke
. . ° Lugerungstemperatur-
bei & = 25 bis 85 C -TK; 1,0 %K btereich filr Lagerung o
bis zu 30 Tagen $ope =50 50 c
=)

Wellenlédnge der
maximalen Emission

?‘/
P

Spektirale Strahlungs-

bandbreite

'ﬁﬂ095

555 565 575 mm

40 nm

Kennzedchnung .

Stelle der Bauelementekennzeichnung und An-
schluBbelegung siehe MaBbild, weitere Kenn-~
zeichnungen auf der Verpackung. -
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1) evener MeSwinkel bei der I -Messung 4° I2°

2} IV-Wgrt‘gemittelt dber die Segmente B, D,
F, B, X, R, 8, U

3) der typische I -Wert der Segmente €, D. G,
und ¥ kann meximel das 2,7fache des I~
Fertes der Ubrigen Segmente betragesn.

4Y.die Bewertung der Lichtstdrke der Segmente T
4,°C, B, G, W, W, P, T und des Dezimalpunk=
tes V erfolgt visuell in Anpessung en das

Symbolbild. - .
5) von Segment zu Segment eines Bauelementes
6) Segmentpearungen 2 ;1 .zwischen Ziffern

benachbarter Bauelemente sind unzuléssig.
7} je Segment und je Dezimalpunkt
- t ] R .
8y t. &1 ms, w—%w = 1 3 10, sbweichende
Testverhilitnisse nech Véfeinbarung ZWie

schen Hersteller und Anwender<
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trai 5 i :
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{ .
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6 700 1
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0 7 3 4 5 [ 0 ar az 0.3 04 a5
Up —mim S
DurchleBstrom.in Abhingigkeit . Zul&ssiger Spitzendurchlafstrom

von der DurchlaBspennung - in AbhEngigkeit vom Tastverh&ltnis
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Normierte Darstellung der Lichtstérke
in Abhéngigkeit vom Durchlafstrom
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DurchlafBspennung in Abhéngigkeit
vop der Umgebungstemperatur

/ﬁnderﬁngen vorbehalten!
RedaktionsschluB Januer 1986

Dis vorliegenden Dsienblitter dianen

ausschliellich der Informetiont

Es konnen daraus keine Lisfermog-

lichkeiten oder Produktionsverbind-

lichkeiten abgeleitet werdan.
nderungaen -im  Sinne des - techni-

schen Fortschritts sind vorbehalten.
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